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GaAs/AIGaAs-テロ接合界面2次元電子系の弱局在領域における負磁気抵抗効果を4.2K

～0.106Kの温度範囲で測定し,非弾性散乱時間について実験研究 した｡

測定は東大生産研究所榊研究室で製作されたR-169-6試料を用い,新しく製作した3He-

4He稀釈冷凍器をソレノイ ドを使って,0-0.002Tの磁場範囲4.2K～0.106Kの温度範囲

で低周波 (67Hz)交流定電流法で行った｡その結果, 1K以下で0.005Tの磁場範囲で, 金

属薄膜や KubokiらによってGaAs-A】GaAs-テロ接合界面で兄いだされていたスピン軌道
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相互作用に基づくと考えられる正の磁気抵抗が観測された｡

得られたデータをKawabataとMaekawaandFukuyamaによって提出された,スピン軌

道相互作用を含んだ電子局在理論を使って解析し比較した｡さらにKawabata理論で得られた

非弾性散乱緩和時間の温度依存性をFukuyam aandAbraham Sによる電子一電子散乱理論と

比較した｡磁気抵抗をMaekawa-Fukuyama理論,Kawabata理論によって完全に再現するこ

とはできなかった｡Kawabata理論で最も合理的なフィッティングによって得られたTE(非

弾性散乱緩和時間)の温度依存性には2つの領域がみられ,FukuyamaandAbraムamsによ

る理論と温度依存性は似たが2つの領域の境界温度,TEの大きさに理論との食い違いが見ら

れた｡これは Kuboki らの結果と似ている｡

2. ロジスティック写像モデルとスケーリング

による記号力学エントロピー

岩 田 浩

物理系で観測される乱雑な振舞の原因には,測定器具の分解能による不確かさ,環境の外部

ゆらぎによるノイズ,低次元決定論的カオスによるものがある｡カオスとは決定論的方程式か

ら生じる不規則運動のことである｡非線形物理系の研究においては明らかにカオスがあらわれ

る｡どんな測定器具も有限分解能をもち,有限の異なった値をとる｡この様な状況で,ある不

規則な振舞が観測された時,それがカオスであると判定するにはどうしたらよいか---?

ここではカオスのモデルとして最も簡単な力学系として知られているロジスティック写像を

使う.ロジスティック写像は数理生態学からきた方程式であり,カオス発生d)基本的な特徴を

もっているので,カオスの普遍性を研究するのに広く用いられている｡このロジスティック写

像に記号力学を適用し,カオスの尺度として位相的エントロピーと距離的エントロピーという

二つのエントロピーを計算することによって力学系の特徴づけをする｡記号力学は測定過程に

おける高い精度を避けられる様にする｡エントロピーは Shannonの情報理論の力学系-の応

用であり,力学系の軌道の複雑さを記述する｡実際の物理系はゆらぎの源に接触しているので

エントロピーのゆらぎの効果も調べる｡特に距離的エントロピーはリヤプノフ特性指数に収束

する傾向があり,外部ノイズを加えるとエントロピーは明らかに増加する｡ Crutchfield と

Packard は,この距離的エントロピーの収束とゆらぎの効果はスケーリング理論として計算
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